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図9　一本鎖の粗密構造と長周期性 3）

（a）1回目のスキャンによるコンタクトAFM像 （b）2回目のスキャンによるコンタクトAFM像
（c）（a）の1－2のクロスセクション
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図10　グラファイト基板表面でのπ共役高分子一本鎖 3）

出典：図8、9、10とも K. Shinohara, T. Kitami, and K. Nakamae, 
J. Polym. Sci. Part A:Ploym. Chem. 42, 3930（2004）.
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（a）1回目のスキャンによるコンタクトAFM像 （b）2回目のスキャンによるコンタクトAFM像
（c）（a）の1－2のクロスセクション

図10　グラファイト基板表面でのπ共役高分子一本鎖 3）

出典：図8、9、10とも K. Shinohara, T. Kitami, and K. Nakamae, 
J. Polym. Sci. Part A:Ploym. Chem. 42, 3930（2004）.

図5　（A）図4の拡大像、（B）a～b間のクロスセクション 2）

出典：図4、5ともK. Shinohara, S. yasuda, G. kato, M. Fujita, 
　　　and H. Shigekawa, J. Am. Chem. Soc. 123, 3619（2001).

図5　（A）図4の拡大像、（B）a～b間のクロスセクション 2）

出典：図4、5ともK. Shinohara, S. Yasuda, G. Kato, M. Fujita, 
　　　and H. Shigekawa, J. Am. Chem. Soc. 123, 3619（2001).
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（新潟大学）。
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